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(57) Спосіб одержання композиційного матеріалу
на основі GdNiO3, який включає готування шихти з
оксидів GCI2O3 і NiO і наступний синтез GdNiO3
шляхом нагрівання шихти під тиском кисню при
температурі 800-900°С, який відрізняється тим,
що шихту готують з додаванням окислювача, а
процес синтезу GdNiO3 здійснюють у твердофаз-
ній камері високого тиску у захисній оболонці з
тугоплавкого металу при тиску 2-10ГПа і часі син-
тезу 10-бООсек.

Корисна модель відноситься до технології
одержання композиційних матеріалів, а саме до
способів одержання композиційного матеріалу на
основі GdNiO3 і може бути використаний для син-
тезу полікристалічних матеріалів на основі GdNiO3
в умовах високого тиску і температури, призначе-
них для використання в пристроях електронної
техніки для створення приладів спеціального при-
значення.

Найбільш близьким за технічною суттю до
пропонованої корисної моделі є спосіб одержання
композиційного матеріалу на основі GdNiO3 (див.
J.A. Alonso, M.J. Martinez-Lope, M.T. Casais, J.L.
Martintz, G. Demazeau, A. Largeteau, J.L. Garcia-
Monoz and M.T. Fernandez-Diaz. High-Pressure
Preparation, Crystal Structure, Magnetic Properties
and Phase Transitions in GdNiO3 and ЬуЫЮз
Perovskites // Chem. Mater. - 1999. - V. 11, N9. -
P.2463-2469), що передбачає готування шихти з
оксидів Gd2O3 і NiO і наступний синтез GdNiO3
шляхом нагрівання шихти під тиском кисню при
температурі 800-900°С, при цьому приготовану
шихту з оксидів Gd2O3 і NiO при синтезі GdNiO3
розміщують у відкритому тримачі з золота і нагрі-
вають шихту при температурі 800-900°С протягом
24 годин у відкритому середовищі газоподібного
кисню під тиском кисню 90МПа (90МПа=0,09ГПа).

Основними недоліками описаного способу є
велика тривалість синтезу GdNiOs і низька техно-
логічність процесу, що дозволяють одержати ма-

теріал тільки у вигляді порошку. Проведення про-
цесу в умовах способу за прототипом виключає
можливість безпосереднього використання порош-
коподібного матеріалу як конструкційного елемен-
та в приладах і пристроях оскільки для практично-
го використання отриманого порошкоподібного
матеріалу необхідно здійснити його подальше спі-
кання під високим тиском з метою одержання ком-
позицій потрібної конфігурації, що призводить до
втрати корисних експлуатаційних фізичних харак-
теристик і значно ускладнює технологічний про-
цес.

В основу корисної моделі покладено завдання
такого удосконалення способу одержання компо-
зиційного матеріалу на основі GdNiO3, при якому
завдяки використанню захисної оболонки з тугоп-
лавкого металу, твердофазної камери високого
тиску і пропонованих режимів процесу забезпечу-
ється значне зниження часу синтезу матеріалу
GdNiO3 і одержання самого композиційного мате-
ріалу GdNiO3 у вигляді композицій необхідних
розмірів, зручних для безпосереднього практично-
го використання в приладах і пристроях спеціаль-
ного призначення із збереженням необхідних екс-
плуатаційних фізичних характеристик, крім того
поліпшується технологічність процесу.

Для вирішення поставленого завдання в спо-
собі одержання композиційного матеріалу на ос-
нові GdNiO3, який включає готування шихти з ок-
сидів Gd2O3 і NiO і наступний синтез GdNiO3
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